Karbid kifemiku (SiC) je diky svym unikatnim elektrickym a mechanickym vlastnos-
tem velmi dilezitym materidlem pro fotoniku a elektroniku. Hexagonalni polytypy SiC
se pouzivaji jako substraty pro rist epitaxniho grafénu. SiC vykazuje Pockelsuv linearni
elektroopticky jev. Cilem této prace bylo vyuzit Pockelsova jevu a vyvinout tak me-
todu pro studium profili vnitinich elektrickych poli a akumulace elektrickych nédboju v
SiC, jejichz variace miize ovlivnit ¢innost optoelektronickych soucastek. Metoda spociva
v komplexnim vyhodnoceni optickych propustnosti krystali vlozenych mezi zktizené po-
larizatory. Ukazalo se, ze excitacni svétlo s energii fotoni pobliz zakazaného pasu SiC
vyznamné ovliviiuje profily vnitiniho elektrického pole diky akumulaci fotogenerovaného
naboje na pastech. V zavéru préce je kladen diraz na diskuzi pri¢in ovliviujicich presnost
této nové metody.



